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Résumé :
I
l est bien connu que la photosensibilité des films minces 
en silicium amorphe hydrogéné (
a-Si: H
)
 résulte de son fort coefficient d'absorption de la lumière visible notamment dans le bleu. Cependant, l'épaisseur des films déposés n'est pas suffisante pour absorber toute
 la lumière incidente. L
e dépôt de films minces a-Si: H sur une structure multicouche 
en silicium poreux (
PSi
)pourrait
 être une solution pourle confinement des photons par
 réflexions de 
la 
lumière incident
e à l'interface 
PSi
 multicouche/
a-Si: H. Il en résulte une amélioration de 
l'absorption de la lumière, puis
 la photosensibilité de ces films.
Le but de la présente étude est l’amélioration de la photosensibilité des couches minces en a-Si 
:H
, par confinement de photons dans les couches déposées. Pour cela le a-Si 
:H
 a été déposé, par la technique de pulvérisation DC assistée par magnétron, à basse température, sur des réflecteurs de Bragg (
RBs
) à base de 
PSi
.  La première partie de l’étude était consacré à l’optimisation des paramètres de formation de 
PSi
 permettant la réalisation de structures à modulation d’indice optique (réflecteur de Bragg, microcavité).  La deuxième étape de ce travail de thèse est l’étude des propriétés électriques (I-V, spectroscopie d’impédance) et photoélectriques (I-V sous lumière et réponse spectrale) des structures 
a-Si:H
/
PSi
(RB)/c-Si.
L’optimisation et le contrôle du processus de formation du silicium poreux en monocouches et multicouches a permis de réaliser des cristaux photoniques en silicium poreux à savoir les miroirs de Bragg et la microcavité. Aussi, pour les monocouches poreuses, nous avons constaté que l’accord entre les valeurs de porosités et d’épaisseurs, obtenues par gravimétrie et celles estimées par l’
ellipsométrie
 spectroscopique (ES), est assez satisfaisant. Cependant, Nous avons constaté une surestimation des épaisseurs avec la méthode ES, pour les structures en multicouches. Donc, La porosité et l’épaisseur du 
PSi
 en monocouche peuvent être estimées avec l’utilisation des deux techniques optiques non destructives qui sont : l’
ellipsométrie
 spectroscopique et la réflectivité optique. Pour les multicouches, seulement la porosité des deux couches qui constitue la structure peuvent être estimée par ES. Quant à la réflectance des réflecteurs de Bragg, nous avons élaboré des 
RBs
 caractérisés par des réflectance, supérieures à 85
% ,
 dans le visible et le proche infrarouge. 
 Les résultats de l’étude des propriétés des structures a-Si 
:H
/
PSi
(RB)/c-Si sont les suivants.  L
’absorption de la lumière des hétérojonctions avec RB est nettement supérieure par rapport à l’hétérojoncti
on sans le RB. L'hétérojonction qui comporte un RB réfléchissant une bande proche à la longueur d’onde bleue présente la
 plus
 grande photosensibilité. L
es caractéristiques I-V des hétérojonctions Al/a-Si 
:H
/
PSi
/c-Si présente un comportement ohmique. Tandis que, les caractéristiques I-V des hétérojonction
s
 Ag/a-Si 
:H
/
PSi
/c-Si présente un comportement redresseur.  
La technique de spectroscopie d’impédance a permis d'avoir les circuits électriques équivalents des structures de 
PSi
/c-Si, a-Si: H /c-Si et a-Si: H /
PSi
/ c-Si. La capacité négative trouvée a été affectée aux défauts existant
s
 à l
’interface a-Si/
PSi
. L
a réponse spectrale de nos structures provient de l’interface a-Si 
:H
/
PSi
 donnant une réponse dominante, centrée à 425 nm
.
 La réponse spectrale, des structures réalisées, montre que nous pouvons également les utilisées comme photo-détecteur dans le domaine de l’UV.
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